Chalmers Lindholmen
Elektroingenjorslinjen

TENTAMEN | ANALOG KONSTRUKTION

KURS LET563

Datum: Tisdag 28e april, 2011, eftermiddag
Hjalpmedel: Kursbok, slides fran forelasningar valfri miniraknare,
samt tabeller och diagram som delas ut vid tentan

Betygsgranser: For godkant kravs 8p

Betyg pa kursen baseras pa poang fran bade tenta och
projekt enligt modell i kurs-pm

Allman info: Tentan utgors av fem uppgifter om vardera fyra poang.
Uppgifterna bestar av deluppgifter (a, b, c, ...). Om
foregaende deluppgift ej har losts s godtas antagna
varden nodvandiga for att 10sa nastkommande uppgift
under forutsattning att dessa varden ar fysikaliskt

rimliga.

1. En 100 ohms transmissionsledning med langden | &r inkopplad i ett 50 Q system

Z,=50Q

Z:~100Q

Z,=50Q2

a) Harled ett uttryck for reflektionskoefficienten vid respektive port, ledningslangden

| &r parameter.

b) Hur stora &r reflektionsforlusterna vid respektive port uttryckt i dB da ledningens

langd &r A/4?

c) Hur stora ar reflektionsforlusterna vid respektive port uttryckt i dB da ledningens

langd &r A/2?

(4p)



2. En mikrovagstransistor har vid frekvensen 2.5 GHz i ett 50Q ledningssystem
spridningsmatrisen
[s]= 0.814-90° 0.015/45°

| 372135 0.71£-135°

a) Kontrollera stabilitet och berékna forstarkningen utan anpassningsnat

b) Berakna Forstarkningen om ingang och utgang konjugatmatchas?

c) Designa ingangs- och utgangsmatchningsnat som uppfyller konjugatvilkoret,
d) Uppskatta felet som erhélls med unilateral rékning?

Unilateral rakning godtas och alla ledningslangder kan anges i vaglangd

(4p)

3. Transistorn i ovanstaende exempel skall biaseras pa kollektorn. For detta anvands

biaseringsnatet nedan

Cjord

Vce

a) Bestam langd (l) och bredd (w) for biaseringsledningen som ar tryckt pa ett 3
mm tjockt laminat med permittiviteten ¢=2. Ledningens karaktéristiska impedans
skall vara Zc=100Q. Kondensatorn kan betraktas som en ideal kortslutning vid
centerfrekvensen 2.5 GHz. Diagramavlasning kan anvandas.

b) Vad blir inimpedansen, sett fran kollektorn pa transistorn vid frekvensen 2 GHz

(4p)

4. En komplex last Z,=75+j252 skall impedansanpassas till 502 med diskret
matchning vid 2.5 GHz.

7, Z
» I B » H e
O O O O
Zin=5002 Zin=5002
i) ii)

a) Ett av alternativen i) och ii) ovan fungerar. Vilket (motivera svaret)?

b) Berékna Z; och Z;
c) Berédkna induktans/capacitans for att realisera Z;/Z, vid 2.5GHz
(4p)



5. En lagbrusforstarkare skall designas for frekvensen 2.5 GHz. Att tillga har vi en
transistor med spridningsparametrar

[s]- 0.7£135 0.03£30°
19430 0.6£-90
och brusparametrar Fnin=1.8 dB, I, =0.4/135 och Ry=20Q

a) Rita ut 2 dB bruscirkel och 3 dB bruscirkel

b) Vilken kallreflektion I's ger hogsta mojliga forstarkning for 2 dB brusfaktor, och
vad blir forstarkningen

c) Designa ett ingangsmatchningsnat som transformerar kallans inre resistans 50Q
till onskat T's.

d) Foresla ocksa ett matchningsnat for utgangen, motivera valet

e) Berakna lagbrusforstarkarens totala forstarkning, med matchningsnat, och uttryck
svaret i dB

Ledningslangder kan uttryckas i vaglangd

(4p)
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Normalized wavelength of the microstrip line versus W/h.

A = Viéglingden p& mikrostripledningen. ( Kvasi- TEM utbredning )
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Characteristic impedance of the microstrip line versus W/h.



